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前    言

—

I

本指导性技术文件按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则

起草。

请注意本指导性技术文件的某些内容可能涉及专利。本指导性技术文件的发布机构不承担识别这些

专利的责任。

本指导性技术文件由深圳出入境检验检疫局提出。

本指导性技术文件起草单位：深圳市检验检疫科学研究院，深圳出入境检验检疫局，深圳市汇捷万

方电子有限公司，深圳迪诺威科技有限公司宝安分公司，通标标准服务（广州）有限公司，广州天祥技

术服务有限公司，广东出入境检验检疫局技术中心，广州威凯检测技术有限公司。

本指导性技术文件主要起草人：周毅，蔡屹，陈俊彬，严瑞福，张栋，邵正华，谢晋雄，何柏清，

黄晓东，颜刚华，甘志响。

本指导性技术文件为首次发布。
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玩具中发光二极管（LED）辐射测试方法

1 范围

2 规范性引用文件

3 术语和定义

3.1

透明发光二极管  transparent light emitting diode

3.2

不透明发光二极管  untransparent light emitting diode

3.3

照射时间  exposure time

3.4

放大倍数( )  amplification factor( )

—

1

本指导性技术文件规定了用光功率计测量玩具中发光二极管辐射的试验方法。

本指导性技术文件适用于玩具中发光二极管的辐射测试。

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 19865-2005  电玩具的安全

IEC 60384-14  电子设备用固定电容器 第14部分:分规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器

IEC 60825-1:1993+A1:1997+A2:2001(含勘误)  激光产品的安全 第１部分:设备分类、要求和用

户指南

IEC 62115:2003+A1:2004+A2:2010  电玩具的安全

EN 62115:2005+A2:2011+A11:2012  电玩具的安全

IEC 62115和IEC 60825-1中规定的相关术语和定义，以及下列术语和定义适用于本指导性技术文件。

封装材料透明的发光二极管，人眼可看到封装材料内的发光二极管芯片。

封装材料不透明的发光二极管，人眼不能看到封装材料内的发光二极管芯片。

单脉冲、脉冲串或连续激光辐射照射到人体上的持续时间。

对于单脉冲，指脉冲前沿半功率点和后沿半功率点之间的持续时间。对于脉冲串，指前导脉冲的第

一个功率峰值半高点和最后一个功率峰值半高点之间的持续时间。

波长为 的表观光源的成像尺寸与表观光源尺寸之比。

Mλ Mλ

λ
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4 符号和说明

表 1  符号和说明

5 原理

6 仪器和设备

图 1 成像装置

—

2

本指导性技术文件使用的符号和相应的说明见表1。

符号 说明 单位

连续发光二极管的热危害辐射功率 W

连续发光二极管的光化学危害辐射能量 J

脉冲发光二极管第 个脉冲的热危害辐射功率 W

脉冲发光二极管第 个脉冲的热危害辐射能量 J

脉冲发光二极管第 个脉冲的光化学危害辐射能量 J

脉冲串的平均热危害辐射功率 W

脉冲串的热危害辐射总能量 J

激光器的热危害辐射功率 W

激光器的光化学危害辐射能量 J

根据表观光源的对向角 大小设定光源与7 mm孔径光阑之间距离，用光功率计测量通过7 mm孔径光

阑的辐射。

a) 光谱仪

波长测量精度1 nm。

b) 光功率计及探头

功率测量精度不超过±3％。

c) 成像装置

成像装置由凸透镜或镜头、光束衰减器和光束分析仪组成。表观光源经凸透镜或镜头汇聚，在光束

分析仪上成像；光束分析仪与电脑连接，测量表观光源成像的尺寸；根据成像装置的放大倍数计算表观

光源的尺寸。

典型的成像装置如图1所示。锁定镜头的调节旋钮，则成像装置对波长λ的表观光源的放大倍数

固定， 可通过计量得到。

1 ——光束分析仪，和电脑连接

2 ——光束衰减器

3 ——镜头

Pc.t

Qc.p

Pp.t.i i

Qp.t.i i

Qp.p.i i

Pp.t

Qp.t

Pl.c

Ql.c

Mλ
Mλ

a
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图 2 定位装置

7 试样

7.1

7.2

8 试验条件

9 试验程序

9.1

—

3

d) 定位装置

定位装置由导轨、安装台和试样平台组成。安装台可分别固定成像装置和光功率计的探头，试样平

台可沿导轨移动，从而调节试样平台与安装台之间的距离。

典型的定位装置如图2所示。

1 ——导轨

2 ——安装台

3 ——试样平台

e) 数显游标卡尺

测量精度0.01 mm。

f) 7 mm孔径光阑

厚度0.5 mm以下，中间开一直径为7 mm的圆孔，黑色、无反光。

g) 1.1 mm孔径光阑

厚度0.5 mm以下，中间开一直径为1.1 mm的圆孔，黑色、无反光。

h) 示波器

水平时基精度不超过±0.01％。

i) 直流稳压电源

电压的测量精度不超过±1.5％。

j) 光照度计

测量精度0.1 lx。

玩具按照适用的 IEC 62115、EN 62115 或 GB 19865 的 5.15进行预处理。

保留或取下玩具中影响发光二极管聚焦的部件和遮挡发光二极管的部件，取较不利的情况，即使

取下上述部件会破坏玩具。

实验室环境温度为20℃±5℃，光照度不超过20 lx。

测量波长

玩具以额定电压供电正常工作。将光谱仪的探头对准发光二极管的光轴，测量发光二极管的波长 ，

单位nm。

λ
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9.2

9.2.1

图 3  表观光源的尺寸

9.2.2

9.3

9.3.1

9.3.1.1

9.3.1.2

—

4

200
arctan1000

200
arctan1000 1

  

测量对向角

试样为透明发光二极管，玩具以额定电压供电正常工作。将成像装置固定在定位装置的安装台

上，将玩具放置在定位装置的试样平台上，使发光二极管光轴垂直于成像装置的镜头；沿导轨移动试样

平台使发光二极管在光束分析仪上成像，测量发光二极管的成像尺寸，根据成像装置放大倍数 计算

发光二极管表观光源尺寸。表观光源如图 3所示，按(1)式计算表观光源对向角 ，单位 mrad。

         ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯( )

式中：

、 —— 和 分别表示表观光源两个垂直方向的尺寸，单位mm。矩形表观光源的 和 等于矩

形的长和宽，圆形表观光源的 和 等于圆形直径。

试样为不透明发光二极管，用数显游标卡尺测量发光二极管外尺寸，按(1)式计算表观光源对向

角 ，单位 mrad。

测量辐射功率和辐射能量

连续发光二极管

玩具以额定电压供电正常工作，将光功率计的探头固定在定位装置的安装台上，将 7 mm孔径

光阑紧贴探头，孔径光阑中心对准探头中心使通过 7 mm 孔径光阑的辐射全部照射在探头的感应区域；

将玩具放置在定位装置的试样平台上，使发光二极管光轴垂直 7 mm 孔径光阑中心；沿导轨移动试样平

台，调整发光二极管和 7 mm 孔径光阑之间的测量距离 。对于透明发光二极管，测量距离 为发光二

极管发光芯片物理位置和 7 mm 孔径光阑之间的距离；对于不透明发光二极管，测量距离 为发光二极

管顶点和 7 mm孔径光阑之间的距离。

测量发光二极管热危害辐射，发光二极管波长 400 nm～1400 nm，按(2)式调整测量距离 ，

单位 mm；光功率计示数稳定后，记录光功率计示数 。

Mλ
α

dx dy dx dy dx dy
dx dy

α

r r

r

r

Pc.t









+







= yx
dd

a
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9.3.1.3

9.3.2

9.3.2.1

9.3.2.2

9.3.2.3

9.3.2.4

9.4

—

100
46.0

100

=100     2

11
100

=100     3

5

      当1.5 mrad≤ ≤100 mrad               

              当100 mrad＜ ⋯⋯⋯⋯⋯( )

式中：

——发光二极管的对向角，单位mrad。

测量发光二极管光化学危害辐射，发光二极管波长 400 nm～600 nm，按(3)式调整测量距离 ，

单位 mm；如果表观光源对向角大于 11 mrad，将 1.1 mm 视场光阑垂直放置于发光二极管前端并使 1.1 mm

视场光阑中心对准发光二极管光轴；光功率计示数稳定后，记录光功率计示数 。

            当1.5 mrad≤ ≤11 mrad               

              当11 mrad＜ ⋯⋯⋯⋯⋯( )

式中：

——发光二极管的对向角，单位mrad。

脉冲发光二极管

玩具以额定电压供电正常工作，用示波器测量发光二极管两端电压在 100 s 内的变化，记录

脉冲串中第 个脉冲的脉宽 ，单位 s、第 个脉冲的最大电压 和脉冲数 。

断开玩具电源，发光二极管串联一个 100 Ω的限流电阻，用直流稳压电源给发光二极管和限

流电阻供电，用示波器测量发光二极管两端电压，调节直流稳压电源输出电压使示波器电压示数为 ；

将光功率计探头固定在定位装置的安装台上，将 7 mm 孔径光阑紧贴探头、孔径光阑中心对准探头中心

使通过 7 mm 孔径的辐射全部照射在探头的感应区域；将玩具放置在定位装置的试样平台上，使发光二

极管光轴垂直 7 mm孔径光阑中心；沿导轨移动试样平台，调整发光二极管和 7 mm孔径光阑之间的测量

距离 。对于透明发光二极管，测量距离 为发光二极管发光芯片物理位置和 7 mm 孔径光阑之间的距

离；对于不透明发光二极管，测量距离 为发光二极管顶点和 7 mm孔径光阑之间的距离。

测量发光二极管热危害辐射，发光二极管波长 400 nm～1400 nm，测量第 个脉冲的辐射，

按(2)式调整测量距离 ，单位 mm；光功率计示数稳定后，记录光功率计示数 。

测量发光二极管光化学危害辐射，发光二极管波长 400 nm～600 nm、脉冲串中第 个脉冲的

脉宽 为 10 s～100 s和发光二极管波长 400 nm～484 nm、对向角 为 1.5 mrad～82 mrad、脉冲串

中第 个脉冲的脉宽 为 1 s～10 s，测量第 个脉冲的辐射，按(3)式调整测量距离 ，单位 mm；如

果表观光源对向角大于 11 mrad，将 1.1 mm 视场光阑垂直放置于发光二极管前端并使 1.1 mm视场光阑

中心对准发光二极管光轴；光功率计示数稳定后，记录光功率计示数 。

故障条件测试

玩具的电路施加IEC 62115的9.8.2所列的下述故障条件，每次施加一个故障条件，重复9.3测试:

a) 如果不同极性部件间的电气间隙和爬电距离小于IEC 62115第18章规定的值，应对其短路。除

非该部分被合适的封装起来；

b) 任一元件接线端开路；

c) 电容器短路，除非其符合IEC 60384-14或其为在生产商的参数范围内使用的陶瓷电容；

d) 非集成电路的电子元件的任两个端子之间短路；

+
=

=

a

a

r

r        

a

r

r       

a

α

α

r

Pc.p

α

α

i Ti i Ui N

Ui

r r

r

i

r Pp.t.i

i

Ti α

i Ti i r

Pp.p.i
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10   结果计算

10.1

10.1.1

10.1.2

10.2

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.3

—

6

.. 100 4

.... 5

.... 6

11
... / 7

1
... 8

e) 三端双向可控硅以二极管方式工作；

f) 集成电路的故障。

连续发光二极管

发光二极管波长 400 nm～1400 nm，连续发光二极管的热危害辐射功率为 。

发光二极管波长 400 nm～600 nm，按(4)式计算连续发光二极管的光化学危害辐射能量 。

                   ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯( )

脉冲发光二极管

发光二极管波长 400 nm～1400 nm、脉冲串中第 个脉冲的脉宽 为 10 s～100 s、 大于 ，

第 个脉冲的热危害辐射功率为 。

发光二极管波长 400 nm～1400 nm、脉冲串中第 个脉冲的脉宽 为 10 s～100 s、 不大于

和发光二极管波长 400 nm～1400 nm、脉冲串中第 个脉冲脉宽 为 5×10-5 s～10 s，按(5)式计算

第 个脉冲的热危害辐射能量 。

                  ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯( )

发光二极管波长 400 nm～600 nm、脉冲串中第 个脉冲的脉宽 为 10 s～100 s 和发光二极

管波长 400 nm～484 nm、对向角 为 1.5 mrad～82 mrad、脉冲串中第 个脉冲的脉宽 为 1 s～10 s，

按(6)式计算第 个脉冲的光化学危害辐射能量 。

                  ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯( )

发光二极管波长 400 nm～1400 nm，按(7)式计算脉冲串的平均热危害辐射功率 。

               ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯( )

发光二极管波长 400 nm～1400 nm，按(8)式计算脉冲串的热危害辐射总能量 。

               ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯( )

玩具中发光二极管应满足 IEC 60825-1 的 1类激光的要求

其符合性见附录A。

Pc.t

Qc.p

i Ti Ti T2

i Pp.t.i

i Ti Ti
T2 i Ti

i Qp.t.i

i Ti

α i Ti
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pcpc PQ
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i
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（资料性附录）

玩具中发光二极管的要求

A.1 连续发光二极管满足下列要求，则认为其满足 1类激光的要求：

A.2 脉冲发光二极管满足下列要求，则认为其满足 1类激光的要求：

表 A.1  1 类激光产品的可达发射极限 a、b

—

7

玩具中发光二极管应满足IEC 60825-1的1类激光的要求。

IEC 60825-1 的

——发光二极管波长400 nm～1400 nm，热危害辐射功率 小于表A.1中照射时间为100 s的热危害

的可达发射极限；

——发光二极管波长400 nm～600 nm，光化学危害辐射能量 小于表A.1中照射时间为100 s的光

化学危害的可达发射极限。

IEC 60825-1 的

——发光二极管波长400 nm～1400 nm，脉冲串中任一脉冲的热危害辐射功率 或热危害辐射能

量 小于表A.1中照射时间为 的热危害的可达发射极限；

——发光二极管波长400 nm～600 nm，脉冲串中任一脉冲的光化学危害辐射能量 小于表A.1中

照射时间为 的光化学危害的可达发射极限；

——发光二极管波长400 nm～1400 nm，脉冲串的平均热危害辐射功率 小于表A.1中照射时间为

100s的热危害的可达发射极限；

——发光二极管波长400 nm～1400 nm，脉冲串的总能量 小于表A.1中照射时间为 的热危害的

可达发射极限， 是 内所有脉冲持续时间的总和。

波长

nm

照射时间

s

5×10-5～10 10～100

400～700 7×10-4 J

400 nm～600 nm － 光化学危害c

3.9×10-3 J

和c

400 nm～700 nm － 热危害c

7×10-4 J

( )

7×10-4 W

( )

700～1050 7×10-4 J 7×10-4 J

( )

7×10-4 W

( )
1050～1400 3.5×10-3 J

附 录 A

Pc.t

Qc.p

Pp.t.i
Qp.t.i Ti

Qp.p.i
Ti

Pp.t

Qp.t TTOTP
TTOTP T2

λ

t

t0.75C6

C3

t0.75C6

t≤T2

C6T2-0.25

t>T2

t0.75C4C6 t0.75 C4C6C7

t≤T2

C4C6C7T2-0.25

t>T2
t0.75 C6C7
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表 A.2  表 A.1中的修正因子 、 、 、 和转效点

—

8

a  修正因子和单位见表2。
b  除光化学危害外，其他限值为热危害的可达发射极限。
c  波长范围400 nm～600 nm，采用双重限值，产品的辐射不能超过任一限值。如果照射时间

1 s～10 s，波长范围400 nm～484 nm、表观光源尺寸1.5 mrad～82 mard，光化学危害限值

3.9×10-3 J延伸到1 s。

参数
光谱范围

nm

=10 s  ( ＜1.5 mrad) 400～1400

=10×10[( -1.5)/98.5]s  (1.5 mrad≤ ≤100 mrad) 400～1400

=100 s  (100 mrad＜ ) 400～1400

=1 400～450

=100.02( 450) 450～600

=100.002( 700) 700～1050

=5 1050～1400

=1  ( ≤1.5 mrad) 400～1400

= /1.5 mrad  (1.5 mrad＜ ≤100 mrad) 400～1400

=66.7  (100 mrad＜ ) 400～1400

=1 700～1150

=100.018( 1150) 1150～1200

=8 1200～1400

注：波长单位nm，对向角 单位mrad。

________________     _____      

C3

T2 α

T2 α α

T2 α

C3

C3 λ-

C4 λ-

C4

C6 α

C6 α α

C6 α

C7

C7 λ-

C7

α

C3 C4 C6 C7 T2
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